Анализ влияния расширенной конфигурации n-МОП транзистора на параметры 4x1 мультиплексора by Джеин, Пратик & Джоши, А. М.
УДК 621.382.3
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАСШИРЕННОЙ КОНФИГУРАЦИИ N-МОП ТРАНЗИСТОРА
НА ПАРАМЕТРЫ 4x1 МУЛЬТИПЛЕКСОРА
П. ДЖЕЙН И А. М. ДЖОШИ
Национальный технологический институт Малави,
Индия, Джайпур, 302017, Раджастхан
Аннотация.В статье приведен анализ потребляемой мощности и величины задержки 41 мультиплексора
на базе расширенной конфигурации n-МОП транзистора AT-NMOS (Augmented Transistor NMOS). Рас-
смотрено влияние различных уровней общей ширины канала транзистора на характеристики мощности
утечки и задержки в случае 45 нм технологии. Установлено, что параметр эффективности улучшается в
предлагаемой конструкции на основе расширенной конфигурации p-МОП транзистора с закороченным
участком затвор–исток и n-МОП структурой ASG-S PMOS-NMOS (Augmented Shorted Gate-Source PMOS
with NMOS) по сравнению с 41 мультиплексором на основе конфигурации расширенного n-МОП транзи-
стора со статическим порогом ST-ATNMOS (Static Threshold AT-NMOS). При этой комбинации получены
желаемые параметры рабочей характеристики проектируемой схемы. В работе рассмотрено два типа мо-
делей для 41 мультиплексора. Показано, что мощность утечки существенно сокращается. Характеристи-
ка задержки также улучшается до 5% при источнике питания 1 В в случае рассмотрения многоуровневой
ширины канала транзистора для оценки моделей 41 мультиплексора на основе различных конфигураций
расширенного n-МОП транзистора AT-NMOS. Моделирование осуществлялось при использовании моде-
лирующих программ Cadence Analog Virtuoso и Spectre Simulator применительно к 45 нм КМОП-техноло-
гии.
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ный p-МОП транзистор с закороченным участком затвор-исток и n-МОП структурой; ASG-S
PMOS-NMOS; мощность утечки; задержка
1. ВВЕДЕНИЕ
Минимизация рассеиваемой мощности
становится основной задачей для разработчи-
ков СБИС. В этой работе предложена эффек-
тивная модель энергопотребления для систе-
мы с низкой рассеиваемой мощностью утечки.
Для уменьшения этой мощности необходимо
ознакомиться с новыми типами схем для того,
чтобы найти лучшие методы их проектирова-
ния [1].
В данном случае для достижения этой
цели предложены два типа модели 41 мульти-
плексора. Эти два типа 41 мультиплексора
основаны на двух разных типах конфигурации
МОП-структур. Обе конфигурации использу-
ют принцип эффекта подложки [2].
Эффект подложки для канала возможно
объяснить используя изменение порогового
напряжения, которое определяется следую-
щим уравнением:
 
V V VnTB-NMOS T0 SB B B    	 	2 2 , (1)
где VTB-NMOS — пороговое напряжение со сме-
щением подложки для n-МОП транзистора,
VT0 — значение порогового напряжения при
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